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Аннотация. Предложена уточненная модель полевого SOI МОП транзистора с частичным перекрытием
затвора по 90 нм технологии, которая учитывает неквази-статические и внешние паразитные эффекты. По-
лученные Y-параметры модели до 20 ГГц хорошо совпадают с результатами расчета в 2D ATLAS (ошибка
~5%), тогда как результаты квази-статической предикативной модели существенно отличаются (>20%).
Рассчитанные граничная частота fT и максимальная частота колебаний fmax равны ~108 и ~130 ГГц соответ-
ственно. Определен коэффициент шума 2,8 дБ при IDS  0.64 мА, VDS = 1 В и Rge = 3 Ом. Малошумящий
усилитель (МШУ) для работы в диапазоне 5,8 ГГц, рассчитанный с помощью предложенной модели, пока-
зал хорошее согласование входных (S11  –15 дБ) и выходных (S22  –16 дБ) характеристик, и коэффици-
ента усиления S21  15 дБ. Предложен коэффициент оценки качества МШУ FoMLNA, включающий коэф-
фициент усиления мощностиG, коэффициент шума F и потребление по постоянному току Pdc. Проведено
сравнение различных МШУ при помощи FoMLNA и предложенной модели, которое показало практически
трехкратное улучшение параметров рассмотренного усилителя
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1. ВСТУПЛЕНИЕ
ПолевыеМОП транзисторы, созданные по
технологии обедненной МОП структуры
FD–SOI (Fully Depleted Silicon-On-Insulator),
имеют преимущества над объемными структу-
рами для использования в высокочастотных
схемах благодаря меньшей емкости переходов
и большей крутизне. Радиочастотное модели-
рование полевого SOI МОП транзистора явля-
ется неотъемлемымшагом разработки высоко-
частотных микросхем.
Низкочастотные МОП модели могут быть
получены путем анализа на постоянном токе,
используя квази-статический (КС) подход, т.е.
время-зависимое поведение рассматривается
как последовательность устойчивых состояний.
Однако на высоких частотах КС модель теряет
достоверность из-за распределенных эффектов,
т.к. поведение МОП транзистора не может рас-
сматриваться как последовательность устойчи-
вых состояний и канальный заряд становится
явной функцией времени, что называют неква-
зи-статическим эффектом (НКС) [1].
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